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OEM:Valvo

VORLAUFIGE DATEN

Transistor BD646

SILIZIUM - PNF - EPIBASIS -
DARLINGTON - LEISTUNGSTRANSISTOREN

Mechanische Daten:
GehEuse: KEunststeff, S0T-T8
(JEDEC TO-220)

Der Kellekteor ist mit dem

setallischen Montageflansch
leitend verbunden.

MaBangaben in mm.
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Datasheet

Kurzdaten:

Kollektor-Sperrspannung
Kellektor-Emitter-Sperrspannung

Kollektorstrom, Scheitelwert

Gesamiverlustleistung

bei &, 25°c

(L)
bei ‘E = 100 C

Eperrschichttemperatur

Gleichstromverstirkung

bei --IJI:z =3V, -]E = 3 A
Transit-Frequenz
bei 'UEE =3V, I, =3 A

BD 644 BD 646 HD 648 BD 650
-UEB g = mAX. 45 60 BOD 100 ¥
-UE: g = mar. 458 60 Bl 100 ¥
-]r M - EAX. 12 -‘-
Ptbt = mAX. 82,5 L]
Ftnt = mAaX. 25 uH
lJ = mAX. 150 C
H 2 750
fT = T MHz

Datasheet Rev. 1.0 — 08/20 — data without warranty / liability




OEM:Valvo Transistor BD646 Datasheet

Absolute Grenzwerte: (glltig bis 4, _“} BD 644 BD 646 BD 648 BD 650
Kollektor-Sperrspannung bei 1. = 0: -[.'cn g = max. 45 60 BO 100 V
KEollektor-Emitter-Sperrspannung
bei 1. = O: =0 = max. 45 60 BD 100 W
B CE O
Emitter-Sperrspannung bei ]C = 0z -rl]'“ g = max. v
Kellektorstrom, Mittelwert: 'Il.‘. AV ™ BAX. 8 A
Eollektorstrom; Scheitelwert: 'Il'.! M ™ max. 12 A
Gesamtverlustleistung bei 'G 5 25°c, Ptnt = BAX. 82,5 W
Abschaltenergie beim 2.Durchbruch: l!'r = maX. L T1] mW s
Basisstrom: -,1n = BAX. 150 mA
Sperrschichttemperatur: L = mAX. 150 °c
Lagerungstemperatur: '5 = min. 1] QB
.5 = BAX. 150 '
WErmeviderstand:
gwischen Sperrschicht <
und MontageflNche: l“ 6 = 2 K/W
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OEM:Valvo

Transistor BD646

Kennwerte:

bei &, = 25°C, sofern nicht anders angegeben
BD 644 BD 646 BD 648 HD 650

KEollektor-Reststrom

Datasheet

5883
333

bei ‘Eﬂﬂ = 45 V, IE = 0 -IEE o - 200 pA
=1
b s, 2 Toooc,’ BT ° S - E 2 mA
bei -Ucn = 60 V, I! = 0 -ICB = uA
= -

nd ;;CE Tootc,” B ° “Ieg o f mA
bei ~Ecn = BD V¥, I! = 0 -Ita o - A
e L, ;
bed 'UCS = 100 V, I: = 0: _ICH 0 = 200 uA
i s, % Toocs " BT Tp e = 2
Kollektor-Emitter-Reststrom ¢

bei -UCE = 22,6V, Il = D -lcl o : 5D A
bei -UEI = 30 V, In = 01 -IC! o : wh
bei —ch = 40 V, In = 0 -]EE @ : wA
bei 'ECE = 50 V, In = 01 . 'IE! o * 500  uA
Emitter-Reststrom -

bei -“EB = 6V, IC = 0z "l] 0 ﬁ mA
Kollektor-Emitter-Restspannung p,

bei _]C = 3 A, -IB = 12 mA: *UE! eat ® v
Basisspannung P

bei _UCE =3V, -IE = 3 A: 'UH! = v
Gleichstromverstlirkung

bei "“CE =3V, -IE = 0,5 A: B =

bei -Upp = 3V, <I = 34: B 2

bei _UCE =3V, —1c = 6 A: B -
Transit-Frequenz

bei ~Upp = 3V, =I, = 3 As fy - MHz
Grenzfrequenz

(Emitterschal tung)

bei ‘UEE = 3V, -IE = 3 Az ’B = kHz
Purchlafspannung
der Schutzdiode

bai 1E = 3 Az l.|F = )
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5883
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Transistor BD646

Datasheet
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OEM:Valvo Transistor BD646 Datasheet
BD 644
BD 646
BD 648
BD 650
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